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Patentanspruche 

(T) Halbleiterbauelement mit einem Halbleiterkorper, der 
von einer im wesentlichen isolierende Eigenschaften auf- 
5 weisenden Hulle umgeben ist, die mindestens teilweise 
aus einer KunststoffverguB- oder -prefimasse besteht, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die 
Hulle aus einer Kombination von drei Schichten ausgebil- 
det ist, dafl die erste Schicht (5) aus amorphem, Sauer- 

10 stoff enthaltenden Silicium besteht, daB auf dieser 

Schicht als zweite Schicht (6) eine elastische Abdeck- 
schicht aufgebracht ist und dafl als dritte Schicht (7) 
die KunststoffverguB- Oder -preBmasse vorgesehen ist 5 
und daB das Elastizitatsmodul der Abdeckschicht grofler 

15 als die des HslbleiterkSrpers und das der Kunststoff mas- 
se ist* 

2 0 Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet , dafl die erste Schicht 
20 (5) aus im Hochvakuum aufgedampf tem Silicium besteht, 
dafl die elastische Abdeckschicht (6) ein Silikonkaut- 
schuk ist und daB die Kunst stoff masse (7) ein Epoxidharz 
oder eine SilikonpreBmasse ist« 
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Halbleiterbauelement mit passiviertem Halbleiterkorper 

5 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Halblei- 
terbauelement; mit einem HalbleiterkSrper 9 der von einer 
im wesentlichen isolierende Eigenschaften aufweisenden 
HUlle umgeben ist, die mindestens teilvreise aus einer 
10 Kunststoffvergufl- Oder -preBmasse besteht* 

In der deutschen Patentschrif t 15 14 531 1st ein Halb- 
leiterbauelement dieser Art beschrieben worden. Der kon- 
taktierte HalbleiterkSrper wird dabei in einen Becher 
15 eingebracht und mit Kunststoff vergossen*, Die Halblei- 
terelemente konnen vor dem Vergieflen mit einem Lack be- 
deckt werdeno 

Beim UmhBllen solcher lackpassivierter Halbleiterkorper 
20 mit Kunstharzen, zum Be i spiel mit Epoxidharzen Oder Si- 
likonpreBmassen, treten Veranderungen der Sperreigen- 
schaften und der Sperrstromstabilitat auf. Der Grund 
ist darin zu sehen, daB aus dem Kunstharz insbesondere 

Hab 1 Dx / 30o05o1979 
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wahrend des Erstarrungsvorgangs 9 aber auch im erstarrten 
Zustand, elektrisch wirksame Stoffe in die Lackschicht 
eindringen und "bis zur Oberflache des Halbleiterkorpers 
wanderno 

5 

Der Erfindung liegt. die Aufgabe zugrunde, eine Umhtillung 
fUr das eingangs erwShnte Halbleiterbauelement anzuge- 
ben, bei dem die von der Vergufl- Oder PreBmasse bewirkte 
ungunstige VerSnderung der Sperreigenschaften und der 
10 Sperrstromstabilitat vermieden wird. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelSst, daB die HUlle aus ei- 
ner Kombination von drei Schichten ausgebildet ist, daB 
die erste Schicht aus amorphem, Sauerstoff enthaltenden 

15 Silicium besteht, daB auf dieser Schicht als zweite 
Schicht eine elastische Abdeckschicht aufgebracht ist 
und daB als dritte Schicht die KunststoffverguB- oder 
-preBmasse vorgesehen ist, und daB das Elastizitatsmodul 
der Abdeckschicht grSBer als die des Halbleiterkorpers 

20 und das der Kunststofflnasse ist. 

In Figo 1 ist als Ausflihrungsbeispiel der Erfindung ein 
Thyristor im Schnitt dargestelltc Der Thyristor hat ei- 
nen HalbleiterkSrper 1 aus Silicium mit vier Zonen ab- 

25 wechselnden LeitfahigkeitstypSo Die obere Stirnflache 

des HalbleiterkSrpers 1 ist mit einer Katodenelektrode 3 
und einer Steuerelektrode 4 zum Beispiel durch VerlSten . 
verbunden* Die andere Stirnseite ist mit einer Anoden- 
elektrode 2 zum Beispiel ebenf alls durch Verloten elek- 

30 trisch und mechanisch verbunden* Die genannten Elektro- 
den werden aus einem GehSuse herausgefiihrt „ das im we- 
sentlichen aus einem Becher 8 besteht* Die SeitenflsLchen 
des HalbleiterkSrpers 1 sind von einer Umhtillung umge- 
ben, die aus einer Kombination von drei Schichten be- 

35 stehts Unmittelbar auf dem Halbleiterkorper 1 ist eine 
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Schicht 5 auf gebracht , die aus sauerstoffhaltigem, 
amorphem Silicium besteht. Diese Schicht kann beispiels- 
weise 0,05 bis 1 ^um dick sein* Auf der Siliciumschicht 
5 liegt eine Schicht 6 P die aus einem elastischen Ab- 
5 decklack besteht. Die Schicht 6'wird von einer Kunst- 
harz- VerguBmasse 7 umgeben* Diese Masse kann zum Bei- 
spiel aus einem Epoxidharz bestehen* 

Der mit der Siliciumschicht 5 und dem elastischen Ab- 
10 decklack 6 versehene und mit den Elektroden verbundene 
Halbleiterkorper wird in das GehSuse eingesetzt und mit 
der flttssigen VerguBmasse 7 vergossen. Aus der flussigen 
VerguBmasse 7 treten dann elektrisch nichtneutrale Stof- 
f e durch den Abdecklack 6 hindurch und gelangen bis zur 
15 Siliciumschicht 5. Diese Siliciumschicht 5 1st als hoch- 
ohmiger Widerstand anzusehen, der die durch den Abdeck- 
lack 6 hindurchtretenden LadungstrSger ableitet und ihre 
Wirkung zumindest weitgehend eliminierto Eine Ver- 
schlechterung der Sperrstromstabilitat und der Sperrei- 
20 genschaften wird damit weitgehend ausgeschlossen* 

Der Abdecklack 6 hat ein Elastizitatsmodul 9 das groBer 
als das des Siliciums und das der VerguBmasse ist* Damit 
konnen beim Erstarren der VerguBmasse auf den Halblei- 

25 terkorper ausgeiibte Spannungen vergleichmaBigt werden, 
so dafl eine Beschadigung der Siliciumschicht 5 vermieden 
wird* Beim Beti-ieb des Halbleiterbauelements werden so- 
mit auch an der Grenzflache von HalbleiterkSrper und 
VerguBmasse durch Erwarmung des Halbleiterelements auf- 

30 tretende Spannungen so weit vergleichmaBigt, dafl eine 
Beschadigung der Schicht 5 vermieden wirdo Damit werden 
auch im erstarrten Zustand aus der VerguBmasse 7 austre- 
tende elektrisch aktive Stoffe zuverlassig von der Ober- 
flache des Halbleiterkorper s 1 abgeschirmto 
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ZweckmaBigerweise 1st der elastische Abdecklack ein Si- 
likonkautscfauk. Die VerguBmasse kann ein Epoxidharz 
sein; im Fall der Umpressung des Halbleiterkorpers kann 
zum Beispiel eine SilikonpreBmasse verwendet werden. Auf 
Grund der Passivierung durch die amorphe, Sauerstoff 
enthaltende Siliciumschicht in Verbindung mit dem ela- 
stischen Abdecklack kSnnen jedoch auch andere, bisher 
nicht verwendbare PreB- Oder VerguBmassen verwendet wer- 
den. 



Dxe Siliciumschicht 5 kann zum Beispiel durch Aufdampfen 
von Silicium im Hochvakuum unter Anwesenheit von Sauer- 
stoff hergestellt sein. Sie kann beispielsweise 0,05 /am 
dxck sein und 4 % Sauerstoff enthalten. Sie hat damit 
15 einen Widerstand von 2 bis 6 . 10 8 Ohm. cm. Der Silikon- 
kautschuk kann 0,2 bis zu mehreren mm dick aufgetragen 
werden. Als Hullmasse 1st dann zum Beispiel ein Epoxid- 
harz verwendbar. Mit dieser Dimensionierung wurde bei 
einem Thyristor mit einem HalbleiterkSrper von 15 mm 
20 Durchmesser und 400 /U m Dicke eine gute Stabilitat der 
Sperreigenschaften und des Sperrstroms erreicht. Veran- 
derungen des spezifischen Wider stands der amorphen Sili- 
ciumschicht konnen durch VerSnderung ihrer Dicke 
und/oder durch Anderung des Sauerstoff anteils einge- 
25 stellt werden. Das Verfahren zum Aufbringen einer amor- 
phen Siliciumschicht ist an sich bekannt (siehe zum Bei- 
spiel DE-OS 26 32 647), so daB auf weitere Einzelheiten 
des Aufdampfverfahrens verzichtet werden kann. 



2 Patentanspruche 
1 Figur 
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Abstract 


1 . A semiconductor component having a semiconductor body, which is surrounded by a casing which 
essentially exhibits insulating properties and consists, at least in part, of a synthetic resin casting or 
moulding material, characterised in that in the regions of the surfaces of the semiconductor body at 
which pn-junctions occur, the casing consists of a combination of three layers ; that the first layer (5) is 
amorphous silicon containing oxygen ; that on this layer there is applied an elastic covering layer forming 
the second layer (6) ; that the synthetic resin casting or moulding material is provided as the third layer 
(7) ; and that the modulus of elasticity of the covering layer is smaller than that of the semiconductor 
body and that of the synthetic resin material. 
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